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	文摘：

	本发明提供了一种单阴极等离子沉积大面积非晶、纳米晶合金层的方法，适用于金属及合金表面制备表面结构性能（耐蚀、耐磨）以及表面物理性能方面的改性层领域。该方法用于在纯金属表面自形成非晶＋次表层纳米晶沉积层时，其特征在于：采用单阴极结构辉光溅射装置及方法，阴极电压：３００－６５０Ｖ，Ａｒ气气压：２０－４５Ｐａ。当用于在非金属时，则以金属靶材为阴极，阴极电压：３００－６５０Ｖ，Ａｒ气气压：２０－４５Ｐａ，非金属材料与靶材垂直间距为：３０－４０ｍｍ。该技术为制备非晶薄膜开辟了新的材料体系与工艺方法。

	主权利要求：

	一种单阴极等离子沉积大面积非晶、纳米晶合金层的方法，适用于在纯金属表面自形成非晶＋次表层纳米晶沉积层，其特征在于：采用单阴极结构辉光溅射装置及方法，阴极电压：３００－６５０Ｖ，Ａｒ气气压：２０－４５Ｐａ。
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